SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
EIDGENOSSISCHES INSTITUT FUR GEISTIGES EIGENTUM

AR
a1 CH 700 883 A1

(51) Int. Cl.: B24C 1/04 (2006.01)

Patentanmeldung fiir die Schweiz und Liechtenstein
Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

12 PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 00633/09

(22) Anmeldedatum:

22.04.2009

(43) Anmeldung veréffentlicht:  29.10.2010

(71) Anmelder:
ALSTOM Technology Ltd, Brown Boveri Strasse 7
5400 Baden (CH)

(72) Erfinder:
Roland Richard Moser, 8005 Zirich (CH)
Philipp Roth, 5400 Baden (CH)

(54) VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES MIT EINEM SCHLITZ ALS TESTRISS VERSEHENEN

KORPERS.

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines mit
einem Schlitz als Testriss versehenen Referenzkdrpers (10) flir
die zerstérungsfreie Werkstoffprifung.

Ein besonders einfaches und flexibel anwendbares Verfah-
ren zeichnet sich durch folgende Schritte aus:

a) Bereitstellen eines Referenzkérpers (10) und einer
mit einem Schlitzmuster (12) versehenen Maske

(1)

b)  Anbringen der Maske (11) an dem Referenzkérper
(10);

c) Abtragen von Material aus dem Referenzkérper
(10) durch die Maske (11) hindurch mittels eines
abrasiven Wasserstrahls (16); und

d) Abnehmen der Maske (11) vom Referenzkérper
(10).
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf das Gebiet Werkstlickbearbeitung. Sie betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines mit einem Schlitz als Testriss versehenen Kérpers, insbesondere Referenzkdrpers fiir die zerstérungsfreie
Werkstoffprifung.

STAND DER TECHNIK

[0002] Fur l&nger in Betrieb befindliche Kraftwerksanlagen haben zerstérungsfreie Inspektionen von zur Rissbildung nei-
genden, stark belasteten Komponenten eine grosse Bedeutung, um rechtzeitig beginnende Schéden zu erkennen und
Gegenmassnahmen zu ergreifen, um insgesamt eine hohe Verfligbarkeit zu gewahrleisten. Um die fur diese Inspektionen
eingesetzten Gerate und Verfahren zur zerstdrungsfreien Werkstoffpriifung und Risserkennung, z.B. Ultraschallverfahren,
kalibrieren zu kédnnen, werden Testkdrper mit klinstlich erzeugten rissartigen Strukturen, d.h. Testrissen, eingesetzt.

[0003] Da die natirlich auftretenden Risse sehr schmal sind und typischerweise Breiten im Submillimeterbereich haben,
kédnnen derartige Testrisse mit herkdmmlichen Materialbearbeitungsmethoden wie z.B. Bohren oder Frasen, nicht erzeugt
werden. Als Standardmethode fiir die kiinstliche Risserzeugung wird daher bisher das Funkenerosionsverfahren (Electro
Discharge Machining oder EDM) eingesetzt. Fir kleine rissartige Strukturen findet insbesondere das Senkerodierverfah-
ren (sinker EDM) Anwendung, bei dem das zu bearbeitende Werkstiick in eine dielektrische Flussigkeit, wie z.B. Ol, ein-
getaucht und mit einer Elektrode bearbeitet wird, deren Form der zu erzeugenden Ausnehmung im Werkstick entspricht.
Eine Stromversorgung erzeugt eine elektrische Potentialdifferenz zwischen Werkstlick und Elektrode; Nahert sich die
Elektrode dem Werkstiick, bricht die Isolation durch die dielektrische Flussigkeit zusammen und es springt ein Funken
zwischen Elektrode und Werkstiick (ber. Die dabei erzeugte Warme und Kavitation verdampfen lokal das Material des
Werkstlicks (und zu einem gewissen Teil auch der Elektrode), so dass ein kontinuierlicher Abtragprozess entsteht.

[0004] Eine kritische Begrenzung des EDM-Verfahrens besteht jedoch darin, dass es nur flr elektrisch leitende Materia-
lien anwendbar ist, die meist Eisenlegierungen sind. EDM kann kleine oder ungewdhnlich geformte Winkel, komplizierte
Konturen oder Ausnehmungen in gehéarteten Stahl schneiden, ohne dass Warmebehandlungen zum Weichgllhen oder
erneuten Héarten notwendig wéren, und es kann auch fiir exotische Werkstoffe wie Titanium, Hastelloy®, Kovar® und In-
conel® eingesetzt werden.

[0005] Besonders kritisch ist jedoch hinsichtlich der Erzeugung von Testrissen fur die zerstérungsfreie Werkstoffprifung
durch EDM die Einschréankung hinsichtlich der Grésse der Werkstiicke. Da die Werkstlcke in ein Bad aus einer dielektri-
sche Fllssigkeit eingetaucht werden missen, kénnen grosse und schwere Strukturen wie z. B. grosse Schmiedestlicke
oder Rohre, nicht auf diese Weise bearbeitet werden.

[0006] Es ist andererseits bekannt, fiir die Bearbeitung von Werkstlicken einen abrasiven Hochdruck-Wasserstrahl (Abra-
sive Water Jet oder AWJ) einzusetzen, mit dem Schnitte in einem Material, wie z.B. eine Edelstahlblech oder dgl., durch-
geflihrt werden kdnnen (siehe die Druckschrift US-A-5 018 317). Ein solcher Wasserstrahl kann auch an unzuganglichen
Stellen eingesetzt werden, um Bolzen aus einer Maschinenstruktur zu entfernen (Siehe die Druckschrift WO-A1 -2008/
083889). Schliesslich ist es mdglich (siehe die Druckschrift US-A-5 704 824), mit einer AWJ-Apparatur zunéchst eine
widerstandsfahige Maske herzustellen und dann durch diese Maske hindurch ein Werkstlick abtragend zu bearbeiten.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0007] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren anzugeben, mit dem auf einfache Weise kinstliche Risse in
Testkorper beliebiger Grésse und Materialbeschaffenheit fir die zerstérungsfreie Werkstoffprifung eingebracht werden
kénnen.

[0008] Die Aufgabe wird durch die Gesamtheit der Merkmale des Anspruchs 1 geldst. Die Erfindung geht von dem Ge-
danken aus, dass durch Anwendung eines rein mechanischen Verfahrens der Testrisserzeugung die durch das Isolierbad
bedingte Gréssenbegrenzung und die Begrenzung auf elektrisch leitende Werkstoffe wegfallen. Weiterhin geht die Erfin-
dung von der Erkenntnis aus, dass das AWJ-Verfahren als mechanisches Verfahren geeignet ist, die gewiinschten extrem
feinen Strukturen zu erzeugen, wenn eine entsprechende Maskierung eingesetzt wird und die abrasiven Zuschlagstoffe
mit der entsprechenden Korngrésse ausgewahlt werden.

[0009] Die erfindungsgemasse Lésung zeichnet sich durch die folgenden Schritte aus:

a) Bereitstellen eines Referenzkdrpers und einer mit einem Schlitzmuster versehenen Maske;
b) Anbringen der Maske an dem Referenzkérper;

c) Abtragen von Material aus dem Referenzkdrper durch die Maske hindurch mittels eines abrasiven Wasserstrahls;
und
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d) Abnehmen der Maske vom Referenzkérper.

[0010] Eine Ausgestaltung des erfindungsgemassen Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Maske verwendet
wird, die aus einem im Vergleich zum Referenzkérper gegenliber dem abrasiven Wasserstrahl deutlich widerstandsfahi-
geren Material besteht. Vorzugsweise besteht die Maske aus einem Hartmetall, insbesondere Wolframkarbid, oder einer
harten Keramik.

[0011] Geméss einer anderen Ausgestaltung ist die Maske als diinne Platte ausgebildet.

[0012] Besonders einfach gestaltet sich das erfindungsgemasse Verfahren, wenn die Maske zur Befestigung auf dem
Referenzkdérper magnetisch oder auf der Unterseite adhasiv ausgebildet ist.

[0013] Eine weitere Ausgestaltung des erfindungsgeméssen Verfahrens zeichnet sich dadurch aus, dass flr den abrasiven
Wasserstrahl eine Mischung aus Wasser und einem feinkdrnigen abrasiven Zuschlagstoff verwendet wird. Vorzugsweise
wird dabei als Zuschlagstoff eine Oxidkeramik oder ein Granat verwendet.

[0014] Insbesondere weist der Zuschlagstoff zur Erzielung feinster Strukturen eine mittlere Korngrésse im Bereich von
1 Mikrometer oder kleiner auf.

[0015] Eine andere Ausgestaltung des erfindungsgemassen Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, dass ein abrasiver
Wasserstrahl mit einem Disendurchmesser von 0,5 mm bis 1,0 mm verwendet wird, und dass der Wasserstrahl mit einem
Druck von 120 bar bis 200 bar erzeugt wird.

[0016] Vorzugsweise weist das Schlitzmuster der Maske eine charakteristische Breite im Submillimeterbereich auf.

KURZE ERLAUTERUNG DER FIGUREN

[0017] Die Erfindung soll nachfolgend anhand von Ausflihrungsbeispielen im Zusammenhang mit der Zeichnung néher
erlautert werden. Es zeigen

Fig. 1 das Bereitstellen eines Referenzkérpers und einer zugehdrigen Maske in einem ersten Schritt des Verfahrens
gemass einem Ausfihrungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 2 das Anbringen der Maske am Referenzkdrper in einem zweiten Schritt des Verfahrens gemass einem Ausfiih-
rungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 3 das Einbringen eines als Testriss vorgesehenen Schlitzes durch die Maske hindurch mittels AWJ in einem drit-
ten Schritt des Verfahrens geméss einem Ausflihrungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 4 der fertig bearbeitete Referenzkérper; und

Fig. 5 im Vergleich dazu ein Werkstlick mit einem Riss.

WEGE ZUR AUSFUHRUNG DER ERFINDUNG

[0018] Unter einem abrasiven Wasserstrahl (AWJ) wird hier ein Hochdruck-Wasserstrahl fir die Materialbearbeitung bzw.
-abtragung verstanden, der ein Gemisch aus Wasser und einem abrasiven Zuschlagstoff umfasst, das bei Driicken zwi-
schen 200 und 4000 bar austritt. Der Zuschlagstoff ist vergleichbar mit feinem Sand und umfasst typischerweise Kérner
aus Oxidkeramik oder Granat mit einem Korndurchmesser unterhalb 0,5 mm. AWJ wird benutzt zum Schneiden, Polieren
oder Reinigen von Oberflachen. Der Korndurchmesser des Zuschlagstoffes kann sehr klein sein und bei im Handel erhalt-
lichen Stoffen im Bereich von Mikrometern liegen. Ein derartig feiner Zuschlagstoff wird Ublicherweise zum Polieren von
optischen Glasern (Linsen) oder dgl. mit einer Prézision im Mikrometerbereich verwendet.

[0019] Bei der vorliegenden Erfindung wird ein AWJ dazu verwendet, einen Referenzkérper herzustellen, mit dem flr die
Kalibrierung eines zerstérungsfreien Prifverfahrens ein in Fig. 5 dargestelltes Werkstlick 18 simuliert werden kann, das
einen (natlrlichen) Riss 19 aufweist. Das vorgeschlagene Verfahren benutzt einen Wasserstrahl mit einem sehr feinkdr-
nigen Zuschlagstoff. Es geht gemass Fig. 1 aus von einem geeigneten Referenzkdrper 10, der in der Fig. 1 als einfacher
Quader dargestellt ist, aber auch die Form eines Rohrstlicks, eines Gehauseteils oder einer anderen in einem Kraftwerk
Ublicher Komponente haben kann. Fur die Bearbeitung des Referenzkérpers 10, d.h. die Einbringung eines als «Testriss»
fungierenden Schlitzes (17 in Fig. 4), wird eine Maske 11 in Form einer dlinnen Platte bereitgestellt, die mit einem ent-
sprechenden, flir den Wasserstrahl durchlassigen Schlitzmuster 12 versehen ist.

[0020] Die Maske 11 ist aus einem gegenuber dem Material des Referenzkérpers 10 harten und widerstandsféhigen
Material gefertigt, insbesondere aus einem Hartmetall wie Wolframkarbid, oder einer harten Keramik. Das Schlitzmuster
12, durch welches hindurch der abrasive Wasserstrahl das Material des Referenzkérpers 10 abtragt, bestimmt die Form
des erzeugten Schlitzes 17. Die charakteristische Breite b des Schlitzmusters 12 liegt im Submillimeterbereich, um die
Wirkung eines natlrlichen Risses bei der zerstérungsfreien Werkstoffprifung méglichst genau nachzubilden. Die Tiefe
des erzeugten Schlitzes 17 hangt von der Zeitdauer ab, Uber die der abrasive Wasserstrahl durch die Maske 11 selektiv
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auf den Referenzkérper 10 einwirkt. Der entstehende Schlitz 17 hat eine Geometrie, die der eines mit dem EDM-Verfahren
hergestellten Schlitzes gleicht.

[0021] Um den Schlitz 17 zu erzeugen, wird gemass Fig. 2 die 11 Maske auf dem Referenzkérper 10 an einer daflir vor-
gesehenen Stelle angeordnet und fixiert. Dies kann auf magnetischem Wege geschehen, wenn die Maske 11 magnetisch
ist und der Referenzkdrper 10 aus einem magnetisierbaren Material besteht, die Maske kann aber auch auf der Unterseite
mit einer adhéasiven Schicht versehen sein, welche die Maske 11 auf der Oberflache des Referenzkérpers 10 festhélt. Ist
die Maske 11 platziert, wird mit einer Wasserstrahlapparatur 13, deren detaillierter Aufbau hier nicht gezeigt ist, aber aus
den eingangs genannten Druckschriften entnommen werden kann, ein abrasive Zuschlagstoffe in Suspension enthalten-
der Wasserstrahl 16 so auf die Maske 11 gerichtet, dass ein dem Schlitzmuster 12 der Maske 11 entsprechender Bereich
des Referenzkérpers 10 abgetragen und zu einem Schlitz 17 vertieft wird. Dazu wird - wenn der Durchmesser des auf-
treffenden Wasserstrahls 16 kleiner ist, als die lateralen Abmessungen des Schlitzmusters 12 - der den Wasserstrahl 16
erzeugende Strahlkopf 14, der liber einen Versorgungsschlauch 15 mit der abrasiven Suspension versorgt wird, in vorbe-
stimmter Weise Uber den Bereich des Schlitzmusters 12 geflihrt, wie dies in Fig. 3 durch die Doppelpfeile angedeutet ist.

[0022] Die physikalischen Parameter des Prozesses wie Druck, Korngrésse, Temperatur oder Dlisengeometrie kdnnen
hinsichtlich der gewiinschten Schlitzgeometrie, Schlitztiefe und Oberflachenqualitat angepasst werden. Ein Druck von 120
bar bis 200 bar, ein Disendurchmesser flr den Wasserstrahl von 0,5 mm bis 1,0 mm und ein mittlerer Korndurchmesser
von 1 Mikrometer oder darunter haben sich in der Praxis bewéahrt. Mit einer selbsthaftenden Maske und einer mobilen
Schneidapparatur, wie sie in der eingangs genannten Druckschrift WO-A1-2008/083889 gezeigt ist, kdnnen auch schwer
zugangliche Stellen an einem Referenzkérper bearbeitet oder sogar direkt an einem Anlagenteil Testrisse erzeugt werden.

[0023] Nach einer vorgegebenen Bearbeitungszeit wird die Wasserstrahlapparatur 13 abgestellt und entfernt. Nach dem
Abnehmen der Maske 11 verbleibt ein Referenzkdrper 10, der an der vorgegebenen Stelle einen definierten Schlitz 17
als Testriss aufweist (Fig. 4).

[0024] Es versteht sich von selbst, dass aufgrund der Flexibilitit des Verfahrens auch direkt Komponenten der Kraftwerks-
anlage vor oder nach dem Einbau mit entsprechenden Schlitzen bzw. Schlitzmustern versehen werden kénnen. Des wei-
teren ist es denkbar, dass beschriebene Verfahren fir die Erzeugung anderer Schlitzstrukturen einzusetzen, wie sie bei-
spielsweise in sogenannten Mikro-Fluidreaktoren der Chemie Anwendung finden (siehe z.B. die EP-A1-1839 739).

BEZUGSZEICHENLISTE
[0025]
10 Referenzkdrper

11 Maske

12 Schlitzmuster

13 Wasserstrahlapparatur (abrasiv)
14 Strahlkopf

15 Versorgungsschlauch

16 Wasserstrahl

17 Schlitz (Testriss)

18 Werkstiick

19 Riss

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Herstellen eines mit einem Schlitz (17) als Testriss versehenen Referenzkdrpers (10) fur die zersto-
rungsfreie Werkstoffprifung, gekennzeichnet durch folgende Schritte:
a) Bereitstellen eines Referenzkdrpers (10) und einer mit einem Schlitzmuster (12) versehenen Maske (11);
b) Anbringen der Maske (11) an dem Referenzk&rper (10);
c) Abtragen von Material aus dem Referenzkdrper (10) durch die Maske (11) hindurch mittels eines abrasiven Was-
serstrahls (16); und
d) Abnehmen der Maske (11) vom Referenzkérper (10).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Maske (11) verwendet wird, die aus einem im Ver-
gleich zum Referenzkérper gegenlber dem abrasiven Wasserstrahl (16) deutlich widerstandsfahigeren Material be-
steht.
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Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Maske (11) aus einem Hartmetall, insbesondere Wolf-
ramkarbid, oder einer harten Keramik, besteht.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Maske (11) als diinne Platte aus-
gebildet ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Maske (11) zur Befestigung auf dem
Referenzkdrper (10) magnetisch oder auf der Unterseite adhasiv ausgebildet ist.

Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass fiir den abrasiven Wasserstrahl (16)
eine Mischung aus Wasser und einem feinkdrnigen abrasiven Zuschlagstoff verwendet wird.

Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass als Zuschlagstoff eine Oxidkeramik oder ein Granat ver-
wendet wird.

Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Zuschlagstoff eine mittlere Korngrésse im
Bereich von 1 Mikrometer oder kleiner aufweist.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein abrasiver Wasserstrahl (16) mit
einem Dlsendurchmesser von 0,5 mm bis 1,0 mm verwendet wird, und dass der Wasserstrahl (16) mit einem Druck
von 120 bar bis 200 bar erzeugt wird.

Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Schlitzmuster (12) der Maske (11)
eine charakteristische Breite (b) im Submillimeterbereich aufweist.



//

CH 700 883 A1

o

12

Fig.1

Fig.2






CH 700 883 A1

19

Fig.5



CH 700 883 A1

VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

BERICHT UBER DIE RECRERCRE INTERNATIONALER ART

KEMNZEICHNUNG DER NATIOMALEN ANMELDUMG

AKTENZENHEN DER ANMELDERS ODER ANWALTS

£33/2009

B09/034-0 CH
Nmécn&ées Ablsnzeichen Anmaldedatum
22-04-2009

Anmefdsland

Baansprichies Priontitadstum

Aewnehder {Marse)

ALSTOM Technology Lid,

Daturr das Antrags sul sing Recherchs
Internafionalsr At

Fmmssr, din dit intermslionasle Rechsrchenbehéirde dam
Antray auf sive Bacherche interrationalar A sugetedt hat

B24C1/04

06-05-2009 SN 52135
I BLASBIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS itrsffen wishsers Kassifkationssywnbale a,
30 sind aks anzigeben) )
Nach dey intsreaionsien Patentslassifizstion (IFC) odey sewahl mach der sationslen Kissdigton als aiseh aach der IFGC

., RECHERCHIERTE SACHGEBIETE

Recherchiernr Mindesipriistoff

Kisssifkationgaysiam

Kigssiftkationssymbale

PC B 824C

Rechershierts, sicht xum dindesipeibaol gahirande Yadianiichuagen, sowsit disse witer die seiherchienen Sachystiets faler

Hl. UENEGE ANSPRUCHE HABEN SICH 815 NICHT RECHERCHIERBAR ERWIESEN

[Bsmariungen auf Tegdnawgsbognn

.{ JMANGELNDE EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG IRemasriungen sl Sopdnvagsseaent

Faormddatt POTASA 207 a {12000}




ek

CH 700 883 A1

BERICHT UBER DIE RECHERCHE INTERNATIONALER ART "
ISE. ol SRTags St Rehrrehis

CH 6332009

GEOERRYARDES

fach ey [evnaiwnalen Pelenklassiikarios K oty nach der atianakae Xiasstisation usd dey IFY

B, REEMERCHRHTE SAGS

Rechistedieier Mindegeidnt!

B4

AEM N FIEFIhAREeREEIdOh:

Fembeehiese, aber sl um Midastpasisted gehdraads WeniffuetbRuwgan, soweR dsss wian e secharshisrien Ceviatn faden

RN der BRraienaiin BRotanche KUasiitients QInditisshn DRk R Ay Dedabiank X! avl, vervaSe Suchig e
T At

EFg-Internal

ALE WESENTLRR AMGEREMENE VER!

REEN

Ksbngorie®

Bezelnhinung S Yesifisnilichuesg, Sewel skondsdich ey Asgane dav w Betravht krswwmrsen Tede {hatr. anagsuen M

EP 1 378 498 & (CIE DES ARTS DE LA TASBLE i-10
EFRIY 7. Januar 2004 {2004-01-07}

Absdtze {00011, (00021, [0009] - (00207,
bo023) - [8038], [0045], [odda],
[00493, [00583 - [O00B7)
Zusamwenfassuag

W0 2007/046143 & (TOXYD ELECTRON LTD [P); ~10
OEASE WATARU [JP]; TAXANABE ETICHIRD [JP];

KAY 26, April 2007 (2007-04-28)

Zusamwmanfassing
4
- ’[ e
Wlatlsns Waraisaaihiing s ey Foatsetaus v ¥ew 43 v SR Ankany Patestindlie
ARG .o
* Bevandar Katagomsn ¢ mlgaqsut\‘e“ Yrrifanlichunges N Spdien VeRemNawny, die nsew damn_ Anmesiedaus aday
e BrjosiRtedaar v i woodan 161 sk mS e

AN Yepatisntlichung, dis
wher pithy 4% lreos SR

SR SNEMS Ykumant, das ju‘?}ﬂ'vh f:s,\* am msr t\a-lh i
Anrrakiasiarm veriffantlivhi wonisn s

ML WoriRavblichiang, Sic-pesgnalish, shwe P
Schealawn Su lassen, ouar darh e des S
sxwrivresy in Fechemientnvdeil emetiniss W

g0,

s

auseedihs SRIENY JMNFFER
Vasisfienildwng, dis sih aulf eine sdsdiche QRanberusg, N R diesar K?\g[&(\ml et wind o
wins Bawiiring, s Asssialiusy e sndsre MaSsahmsn Sszishl &z S \.g_m]n@\ngx ¢ ERhES FReh

VE WStEIOnlichung, dit vo¥ kit S aNelEaziL)

Anrriglekarin skl koSt
E-nwu“is\

Rusy] wan ieesnderer Sadesteng;
anigaan Neses YevdRentichung ssei
rVARgVRR Bevuteny bidvachis? wenle
NSO u»\nn(&mr Hedesieng, &
it

FAREANSETUCR ¥2iSNalt av-
ftiehusgdatum niay
IznUBedstiasgs bevlaggl waren
OOy e SUS SRR RncesEs Yeenndstan Sretid mﬂﬁnn ISt e

fearhisy

. RENAT NBEX

NSISSTI NS 26N VRrsEAWIS: ek der
Sanelisgesisn Trpgps pder der iy pyinsskiisgrngen

GORR BSHRSHIRN SRR MiB RN sy fat TR VAR, B MG devielan Petentame bl
Uatym Jes atedaklichen Abschisses der Recherche k Avenpendalnm dns Rerehis $her e R
snterealivasier A arcabanistss A

22, Juli 2008 3107 g

NSME 1R

Fastanowrst
Eus: & Fatenaimi. BB, &¢
1l R

Tt

Fax: ¢

s e ndanasen Rechsmfrnbehinla ¢ Imachivger 13
18 Padnibigsn 2

Seite 1 von €

10



CH 700 883 A1

BERICHT {JBER DIE RECHERCHE INTERNATIONALER ART

My, s Anitrsggs sk Pnchgrehes

CH 6332009

CLiFamsaiinngl ALS WESENTLIOR AMGESHEBEME YENOFFENTOININGER
Wategeada® | Boreichmuss) e Warineniihung, stwes etivededich uatas Sagabes dos i Betrantl kowssandan T Betr. Aq—vmm Pas.

A U5 5 704 824 & {HASHISH WOHAMAD [USY E7
ALY &, Januar 1998 (1998-01-08)
in der Anmeldung srwihmt

Spalte 3, Zeilen §9-%6

Spalte 4, Jeilen 4-8

Spalte 5, Z7eilen 38-64

Spalte 8, feilen 12-1%
Tysammenfassung

18 SP 1 707 315 A {GIMITOMO ELECTRIC
i INDUSTRIES [JP])

4, Oktober 2006 {2006-10~-04)
Avsatz [Q038]

-4

Frxo ol FITDMNRARET JFunastaany wov SR Y ey INRY

11

Seite 2 von

.

2




BERICHT (BER DIE RECHERCHE INTERNATIONALER ART

Arsgaens & Wandestlichsngan, Ny o selen Pawniane ehison

CH 700 883 A1

Nr. diss Antrags auf Nechieche

CH 6332009

] %uﬁbcﬁxﬂ\&ml Returs) day [Sahism d&;?'
sngeitkrize Patentdaamen: Vard¥satlizhung WargiEnssnuRg

EF 1378498 A Q7-01-2004 AT 60328 T 15082007
BE 60315388 T2 08-05-2008
¥R 2841398 Al 09-0i-2004
JP 2004035387 A 0E~02<2404
T 1378468 £ Ph-11-2007
Us 2004050818 Al 18-03-2004

WO 2007046343 & 26-04-2007  KEINE

US 5704824 A 06~01-1998  XEINE

EF YFO7SIS & 04-10-2006 €A 2E51397 Al 26-07-200%
CH 193100883 A M-02-2087
SP 2005200693 & 28072808
WO 2005068134 Al 28072005
K8 20060126893 A 08-12-2008
Us 2007160810 Al

12-G7-~2007

Eamnbint STTARGNAN (drierty Prolvealnton fiavose: SR

12




	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS
	SEARCH_REPORT

